
バックコンタクト型単結晶シリコン太陽電池を目指した 

塗布型拡散防止膜の検討 
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近年、再生可能エネルギーの重要性が益々大き

くなっている。特に、太陽エネルギーは他の再生可能

エネルギーと比べ高い注目を集めている。太陽電池

は、光起電力効果を利用し、太陽エネルギーを直接

電力に変換するデバイスであり、広く研究されている。

バックコンタクト(BC)太陽電池（図１）は、一般的な両

面コンタクト結晶シリコン太陽電池と違い、裏面に n+

拡散層、p+拡散層、電極を集約して形成する構造に

なっている。受光面での電極によるシェードロスを解消することができ、高効率化が期待されている。 

BC太陽電池では、裏面に n+拡散層と p+拡散層を形成するため、高作製コスト化が問題となってい

る。低コスト化に際して、印刷技術による拡散層の形成が注目されている。拡散層を別々に形成する方

法や、同時に拡散層を形成する方法が提案されている。また、拡

散工程には拡散バリア層が必要である。本研究では、全印刷プ

ロセスによる BC 太陽電池作製を目標とし、塗布型拡散バリア層

の性能を検討した。 

化学的気相堆積法(CVD)に TEOSを導入し、80 nm、100 nm、

500 nmの SiO2薄膜を n-Si基板上に形成した。不純物（ボロン及

びリン）の拡散を行い、拡散状況を調査した。拡散工程として、ボ

ロンはボロンガラスによる固相拡散、リンはリンガラスによる固相

拡散または POCl3拡散を利用した。拡散プロセス後のサンプルに

対して、2次イオン質量分析(SIMS)測定、シート抵抗評価等を行っ

た。リンを拡散したサンプルの SIMS 測定結果を図 2、3 に示す。

TEOS-CVD で形成した 100 nmの SiO2薄膜がリン拡散防止に大

きい効果があることが分かる。発表では、polysilazane による塗布

型 SiO2膜における拡散バリア層評価も含めて報告する。 

図 1 BC太陽電池の断面構造図 

図 2 拡散バリア層なし時の P-profile 

図 3 拡散バリア層あり時の P-profile 
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